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【手続補正書】
【提出日】平成25年3月25日(2013.3.25)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第１導電型の半導体基板に、前記第１導電型のドーパントガスを導入して第１エピタキ
シャル層を形成する第１エピタキシャル層形成工程と、
　前記第１エピタキシャル層にトレンチを形成するトレンチ形成工程と、
　前記第１エピタキシャル層及び前記トレンチ内に、所定の第１温度の雰囲気中において
、前記第１導電型とは異なる第２導電型のドーパントガスを所定の第１のドーパントガス
流量で導入して第２エピタキシャル層を形成する第２エピタキシャル層形成工程と、
　前記第２エピタキシャル層に、前記第１温度よりも温度が低い第２温度の雰囲気中にお
いて、前記第２導電型のドーパントガスを前記第１のドーパントガス流量よりも多い第２
のドーパントガス流量で導入して前記トレンチ内を埋めるように第３エピタキシャル層を
形成する第３エピタキシャル層形成工程と、
を備えることを特徴とする半導体基板の製造方法。
【請求項２】
　前記第２エピタキシャル層及び前記第３エピタキシャル層に、前記第２温度よりも温度
の高い第３温度の雰囲気中において、前記第２導電型のドーパントガスを前記第２のドー
パントガス流量よりも少ない第３のドーパントガス流量で導入して第４エピタキシャル層
を形成する第４エピタキシャル層形成工程をさらに備えることを特徴とする請求項１に記
載の半導体基板の製造方法。
【請求項３】
　前記第３エピタキシャル層形成工程に代えて、前記第２エピタキシャル層に、前記第１
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温度よりも温度が高い第２温度の雰囲気中において、前記第２導電型のドーパントガスを
前記第１のドーパントガス流量よりも少ない第２のドーパントガス流量で導入して前記ト
レンチ内を埋めるように第３エピタキシャル層を形成する工程を備えることを特徴とする
請求項１に記載の半導体基板の製造方法。
【請求項４】
　前記第２エピタキシャル層、前記第３エピタキシャル層及び前記第４エピタキシャル層
のドーパント量は、前記第２導電型のドーパントガスの流量を変動させることにより、変
化することを特徴とする請求項２に記載の半導体基板の製造方法。
【請求項５】
　前記第２エピタキシャル層、前記第３エピタキシャル層及び前記第４エピタキシャル層
のドーパント量は、前記第２導電型のドーパントガスの濃度が異なる複数のガスボンベを
用いることにより、変化することを特徴とする請求項２又は４に記載の半導体基板の製造
方法。
【請求項６】
　前記第２エピタキシャル層、前記第３エピタキシャル層及び前記第４エピタキシャル層
のうちの一又は複数は、前記雰囲気中において、原料ガス及びハロゲン化物ガスを同時に
供給して形成されることを特徴とする請求項２、４又は５に記載の半導体基板の製造方法
。
【請求項７】
　前記第２エピタキシャル層、前記第３エピタキシャル層及び前記第４エピタキシャル層
のドーパント量は、実質的に同一であることを特徴とする請求項２に記載の半導体基板の
製造方法。
【請求項８】
　前記第３エピタキシャル層形成工程では、前記第２エピタキシャル層形成工程及び前記
第４エピタキシャル層形成工程に対して、前記雰囲気中におけるハロゲン化物ガスの流量
が多いことを特徴とする請求項２又は４から７に記載の半導体基板の製造方法。
【請求項９】
　請求項１から８に記載の半導体基板の製造方法により製造された半導体基板。
【請求項１０】
　請求項９に記載の半導体基板を用いた半導体装置。
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